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Resumen:

En e presente trabgjo de investigacion, se propone
sintetizar peliculas delgadas de 6xidos de aluminio (Al,O3)
y Zinc (Zn0); y evauar en ellas sus propiedades opticas,
estructurales 'y luminiscentes. Estas peliculas seran
depositadas por medio de la técnica de rocio pirolitico
ultrasbnico pulsado automatizado, utilizando fuentes
inorganicas u organicas.

I ntroduccion:

El estudio de los 6xidos de aluminio y zinc en forma de
pelicula delgada ha revelado la existencia de una gran
variedad de propiedades Opticas, estructurales, eléctricas e
incluso luminiscentes; debido a esto existe un creciente
interés en profundizar en €l estudio de ellos.

En e caso del Al,O; en forma pelicula delgada se ha
obtenido exitosamente €l fendémeno de luminiscencia
cuando a este se le dopa con tierras raras como €l terbio [1].
Por otro lado ya ha sido demostrado que es posible
sintetizar este material en forma de pelicula delgada del
orden de ~ 30 nm de espesor por medio de la técnica de
rocio pirolitico ultrasdnico pulsado, que como es sabido; se
tarta de una técnica versdtil, eficiente y econémica. [2].

Es por esto que en esta primera etapa, nos hemos dado ala
tarea de sintetizar y caracterizar peliculas de éxido de
auminio y hemos degado para etapas posteriores la
deposicién y caracterizacién de éxido de Zinc.
Procedimiento Experimental:

Las peliculas de 6xido de aluminio han sido depositadas
por medio de la técnica de rocio pirolitico ultrasdnico
pulsado asistido con el manipulador “XY” programable.
Esta técnica ha sido ampliamente utilizada para diversos
trabajos de investigacion [3] en este caso se haredlizado la
sintesis empleando una solucion precursora 0.06 mol de
acetilacetonato  de  aluminio  disuelto  en  N,N,
dimetilformamida, y con 1, 3, 5 y hasta un 7% de
acetilacetonato de terbio como impurificante. Todo lo
anterior realizado en un rango de temperaturas de 350 a
550 °C.

Resultados:

La figura 1 muestra e comportamiento de la tasa de
deposito y el indice de refraccion de las peliculas de 6xido
de aluminio depositadas con 1, 2 y hasta 3 pulsos, en ella
podemos apreciar que € indice de refraccion en general
incrementa con el nimero de pulsos aplicados durante el
depdsito, cabe mencionar que para las muestras depositadas

con 2 y 3 pulsos € indice de refraccidn es précticamente
independiente del incremento en la temperatura. La tasa de
depdsito, que también se ilustra en la figura, tiene un
comportamiento casi lineal a incremento de la temperatura,
siendo las muestras depositadas con solo un pulso las que
presentan unatasa de depésito mas ata.
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Fig. 1 Tasa de depdsito e indice de refraccion de Al,Os;
depositado en funcién de la temperatura del sustrato.

En cuanto a la caracterizacion desde e punto de vista
luminiscente; se ha identificado en otros trabgjos [1] una
serie de picos asociados con transiciones debidas a la
incorporacién del Th, estos picos han sido localizados en
490, 547.5y 622.5 nm.
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